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【はじめに】：VLS結晶成長を介して形成される酸化物ナノワイヤ構造体において、不純物ドーピ

ングを行うことは一般的に困難である。これは、①金属触媒の存在、②結晶成長に二つの異なる

界面’(VS と LS)が介在していることに起因していると考えられている。特に、金属酸化物ナノワ

イヤにおいては、意図しない不純物ドーピングがVS界面を介して主に導入されていることが2017

年に Anzai らによって明らかにされている。更なる金属酸化物ナノワイヤの物性制御の為には、

不純物ドーピングを設計する必要性があるが、現状ではその複雑な結晶成長プロセスの為に困難

な状況にある。そこで、本発表では VLS 結晶成長プロセスを介して形成される SnO2ナノワイヤ

に Sbを意図的に不純物ドーピングした系を取り上げ、その影響を系統的に検討した。 

【実験】：金触媒を堆積した Al2O3(110)基板上に、パルスレーザー堆積法(PLD)法を用いて単結晶

酸化物半導体ナノワイヤを気液固(VLS)メカニズムにより成長させた。作製した酸化物ナノワイヤ

の形状・結晶性・結晶構造・化学組成を FESEM、XRD、STEM-EELSにより評価した。電子輸送

特性評価は単一ナノワイヤデバイスを用いて 100-300Kの温度条件で行った。加えて、結晶成長中

における不純物導入メカニズムを明らかにするために分子動力学(MD)シミュレーションを行っ

た。 

【結言】 

1. Sb導入量の増加に伴い、SnO2ナノワイヤに

おける VS成長（テーパリング）が促進され

る。 

2. テーパリング形状を伴ったナノワイヤでは、

電気伝導性の空間不均一性が顕在化する。 

3. 空間均一な不純物ドーピングを行うために

は、供給フラックスを厳密に制御した実験

系で行う必要がある。 
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